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【まえがき】カーボンナノチューブ薄膜トランジスタ(CNT TFT)は高い移動度や機械的柔軟性を

備えており、フレキシブルエレクトロニクスへの応用が期待されている。柔軟なプラスチックフ

ィルム上に素子を作製する場合、プロセス中に基板が伸縮するため、リソグラフィにおけるレイ

ヤ間の合わせ余裕を十分に確保する必要がある。その結果、電極間のオーバーラップによる寄生

容量が生じ、素子遅延の原因となっていた。以前、我々はプラスチックフィルム上 CNT TFTの自

己整合プロセスを提案し、寄生容量の低減を確認したことを報告している。[1] 今回は、Sパラメ

ータの測定により自己整合型 CNT TFTの動作速度の評価を行った結果について報告する。 

【実験】PEN基板上にボトムゲート型 CNT TFTを自己整合プロセスにより作製した(Fig.1参照)。

ALD 法によりゲート絶縁膜 (Al2O3, 45 nm)を成膜した。チャネルにはゲルクロマトグラフィによ

り分離された半導体 CNTを用いた。チャネル長は 20 ~ 50 m, チャネル幅は 12 mmである。比較

のため、従来プロセス（合わせ余裕 20 m）による素子も作製した。Sパラメータはベクトルネッ

トワークアナライザ(Keysight, E5061B)を用いて測定した。 

【結果】電極のオーバーラップに起因するオフ領域のゲート容量を測定したところ、従来プロセ

スの場合は 334 pFであったのに対し、自己整合プロセスの場合は 35.8 pFまで低減した。Fig. 2は

Sパラメータから導出した電流利得遮断周波数(fT)のチャネル長(Lch)依存性である。VDSは-5 V, VGS

は-3 Vである。自己整合プロセスの導入による fTの大幅な向上が確認できる。 
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[1] T. Kashima et al., The 79th JSAP Autumn meeting, 18p-211A-7 

Fig. 1 (a) Schematic of device. (b) Device structure. Fig. 2 fT versus Lch. 
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